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摘要(译)

本发明提供一种制造量子点的发光元件和显示装置的方法。该方法包括
混合量子点的发光材料和空穴输送材料或量子点的发光材料和电子传输
材料混合，和它们的混合物溶解于有机溶剂中形成的混合溶剂中，施加
混合溶剂用于制造量子点的发光元件，除去有机溶剂形成的混合溶剂分
层在基板上的量子点的发光材料和空穴输送材料或电子传输材料用于制
造量子衬底点的发光元件，以形成量子点发光层和空穴传输层或电子传
输层。
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